传感器综合实验箱技术参数
总体说明：该项目拟装传感器综合实验系统16套，用于自动化专业、物联网工程专业、通信工程等专业本科生完成相关传感器实验教学、创新实验项目实训及创新创业大赛实战训练等相关教学、实验和训练任务。。该项目需进行基本的配套集成安装、调试、培训，项目实施后三年内需进行定期实验培训、实训及大赛指导。
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	1
	传感器综合实验箱
	要求使用可拆卸式传感器安装、主机与传感器/配件箱分体设计，传感器采用外观透明的工业级标准，配有智能控制仪表、恒温加热器、轴流电机（多点反射）位移检测机构、压力检测机构等测控器件，要求具有实验精度高、数据稳定、配置灵活等优点。传感器与电路采用一对一的专用电缆连接，插拔方便，接触可靠。该实验系统由主机、传感器配件箱、信号源/数据采集/显示仪表、信号处理电路三部分组成。为方便教学，要求提供实验视频软件。

1、 信号源/数据采集/显示部分：
1、显示仪表：数字式电压/频率表：3位半显示，电压范围0-2V，0-20V，频率范围3Hz-2KHz，10Hz-20KHz，灵敏度≥50mV。温控仪表：0.1℃ 连续位式控制（传感器独立安装结构）。

2、两套振荡器：音频振荡器： 0.4KHz — 10KHz输出连续可调，V-P-P =20V， 180°、0°反相输出，Lv端最大功率输出电流0.5A。低频振荡器： 1-30HZ输出连续可调，V-P-P=20V，最大输出电流0.5A，Li端可提供用做电流放大器。

3、四组稳压电源：(A).直流±15V电源，主要提供整机工作电源，最大激励电流1.5A。(B)±2V-±10V分五档可调输出直流稳压电源，最大输出电流1.5A。主要提供传感器的直流激励源。

2、 信号处理电路部分：

1、电桥平衡网络：用于组成测试电桥，提供组桥插座，标准电阻和交，直流调平衡电位器。

2、差动放大器：通频带0—10KHz，可接成同相、反相增益为1—100倍的交/直流放大器。

3、电容变换器（放大器）：由高频振荡器，放大器和双T电桥组成的信号处理电路。

4、电压放大器：增益约为5倍的同相输入放大器，通频带0—70KHz。

5、移相器：增益为1，移相范围≥±40°（与fi有关）。

6、相敏检波器：由整形电路与电子开关构成的检波电路。可检波电压频率0-10KHz，允许最大输入电压10Vp-p。

7、电荷放大器：电容反馈型放大器，用于放大/转换压电传感器的电荷输出信号。

8、低通滤波器：由50Hz陷波器和RC滤波器组成，转折频率35Hz左右。

9、电涡流变换器：由变频调幅变换电路，检波器、跟随器组成，传感器是振荡电路中的一个电感元件。输出电压≥|8|V（探头离开被测物）。

10、三折点线性修正传感器调理电路：在输入信号为正弦波、三角波时该电路具备对信号进行明显、有效、的三折点可调线性化修正。折点电压范围应达到2V、5V、8V。

3、 传感器配置参数：

1. 电阻应变式传感器：量程0-500g，精度±0.5%；

2. 电容式位移传感器：量程±5mm精度 ±2％

3. 霍尔式转速传感器：量程 0-2400转/分精度 ±1％

4. 光纤位移传感器：量程 0-1mm 精度±2％ 

5. K型热电偶： 量程800℃ 精度±3％ 

6. E型热电偶：量程800℃ 精度±3％ 

7. CCD图像测经传感器：红外夜视（带软件）

8. PSD位置传感器：量程2mm；精度±2%。

9. 光电转速传感器：量程0-2400转/分精度 ≤1％

10. 扩散硅压力传感器：量程 0-53kpa 精度±1％差压型

11. 差动变压器位移传感器：量程 ±5mm 精度±1％ 

12. 霍尔式位移传感器：量程 ±2mm 精度±1％ 

13. 磁电式传感器 量程0-2400转/分精度 ≤1％ 

14. 压电式加速度传感器：量程 ≥10KHz精度 ±1％ 

15. 电涡流位移传感器：量程 0-2mm 精度±2％ 

16. 集成温度传感器：量程0-150℃精度 ±2％ 

17. PT100铂热电阻、 量程800℃ 精度±1％ 

18. 湿敏传感器：量程10—95%RH 精度±2％ 

19. 气敏传感器 量程 50 −2000ppm 精度±5％ 酒精

20. 光栅测量系统及原理演示仪：光栅传感器，完成光栅测量及计数，系统具有莫尔条纹观测窗口，莫尔条纹宽度可调。莫尔条纹可储存可调节。莫尔条纹灯光颜色可调。具有精密X-Y二维调节系统，光栅具有可见的莫尔条纹，针对莫尔条纹具有同步的相应的位移电信号输出，具有两路不同相位的信号输出

21. 变频电路实验模块：交流36V低压安全单相供电，负载采用与之对应的白炽灯及电机，频率可调范围20hz-200hz

22. Cds光敏电阻：暗阻≥5M、亮阻≤1k，设计性光控电路

23. 光敏二极管：峰值波长：0.85um 暗电流：≤0.1 0.3µA设计性光控电路

24. 光敏三极管：峰值波长：0.85um 暗电流：≤0.3µA设计性光控电路

25. 硅光电池：峰值波长：0.8-0.9um 开路电压：≥50mV设计性光控电路

26. 热释电远红外传感器：灵敏度：300V/W  响应波长：1-15 um设计性光控电路
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